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1. 緒言 究極の絶縁破壊電界を有するダイヤモンドは次々世代パワーデバイス材料として期待
されている。高出力、高耐圧のパワー応用を目指した縦型デバイスには、低欠陥、低抵抗ウェハ
の作製が重要になる。しかし高温高圧(HPHT)法による高濃度 B ドープした p+ダイヤモンド基板
に関しては入手も困難であり、結晶の評価も殆ど行われておらず、転位解析手法も確立していな
い現状である[1]。本報告ではこの p+ HPHT 種結晶に関して、欠陥解析を行った。 
2. 実験 測定試料は市販の Bドープ HPHT(001)単結晶ダイヤモンドを用いた。九州シンクロトロ
ン光研究センター(SAGA-LS)の SR 光 BL09 を使用し、X 線トポグラフィ(XRT)によって転位の非
破壊観察を行った[2]。X 線のエネルギーは 6.7 から 13.54keV、回折ベクトル𝒈は<202>、<404>、
<113>を選択して XRT 像を撮影し、それぞれ欠陥解析を行った。 
3. 結果及び考察 図１に回折ベクトル𝒈 = [202]の反射 XRT 像
を示す。HPHT成長時の成長セクターに起因する(111)系の 4つと
(001）系 1つの計 5つの部分と、その境界部分を明瞭に観察した。
またセクターの境界部分は幅が不均一であり、その変節点から
<110>の４つの等価方向に積層欠陥が概ね 40~50µm 間隔で発生
している事を確認した。これは p+結晶に特有で、絶縁性結晶に
は全く見られない特徴であり、HPHT成長時の圧力・温度のゆら
ぎが原因であると考えられる。積層欠陥以外の欠陥は、4つのセ
クターの端部に線状の転位として現れているものと、全面に点状
や、短い線状の転位として現れるものの 2つに大別できる。𝒈を
変えることによって、<202>系で [001]貫通転位だと思われてい
たものが、転位ベクトルの方位が異なるという事もわかった。回
折ベクトルは𝒈 = [404]のまま、X 線のエネルギーと入射角を段
階的に変化させた結果、コントラストが変化しない転位(A)とコ
ントラストが伸びる転位(B)に分類することができた。表１に転
位解析結果を示す。このような同一𝒈で X 線の侵入長を変える事
はダイヤの転位解析をする上で新しい手法になると考えられる。
以上、今回欠陥解析で見られた特徴は、絶縁性結晶には見られず、
p+結晶に固有のものであり、縦型パワーデバイス用のウェハの
種結晶とするには、早急に解決せねばならない課題である。 
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図１. 𝒈 = [202]XRT像
  
表１. 転位解析結果  
Dislocation type Numbers
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6
6
2
5
[-111] [-112] 6
[111] [112] 3
[101] [-101] 16
[011] [0-11] 10
[2-11] [-211] 1
[1-21] [-121] 16
[211] [21-1] 3
[121] [-1-21] 2
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